
XXXIX OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Zawody III stopnia

Zadania dla grupy elektryczno-elektronicznej

Zadanie 1

W ukªadzie czterobitowego przetwornika cyfrowo-analogowego, którego schemat przedsta-

wino na rysunku (Rys.1) ª¡czniki S

0

{ S

3

s¡ ustawiane sygnaªami, których wagi a, w zadanym

poªo»eniu styku, s¡ opisane na rysunku cyframi 0 lub 1. Kombinacja zer i jedynek tworzy

binarny sygnaª wej±ciowy przetwornika zapisany w kodzie naturalnym.

 

Rys.1. Przetwornik DC/AC
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Patronem honorowym OWT jest Minister Gospodarki.

Partnerami medialnymi OWT s¡:

- Przegl¡d Techniczny,

- Przegl¡d Mechaniczny.

Sponsorami XXXIX OWT s¡:

- Instytut Mechnizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

- Stowarzyszenie In»ynierów i Techników Przemysªu Materiaªów Budowlanych,

- Wydawnictwo Kartogra�czne Beata Pi¦tka.
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1. obliczy¢ warto±¢ rezystancji R

W

doª¡czanej zewn¦trznie do ukªadu przetwornika,

2. obliczy¢ warto±¢ pr¡du I

ref

pobieranego ze ¹ródªa napi¦cia referencyjnego U

ref

oraz

warto±ci pr¡dów I

0

, I

1

, I

2

, I

3

w drabince rezystancyjnej (Rys.1).

3. narysowa¢ charakterystyk¦ przetwarzania przetwornika
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Autor: Andrzej Wójciak

Koreferent: Paweª Fabija«ski

Zadanie 2

Zbudowano ukªad skªadaj¡cy si¦ z n bramek typu NAND serii TTL-LS poª¡czonych jak

na rysunku (Rys.1) i zaobserwowano na oscyloskopie przebieg napi¦cia wyj±ciowego U

2

drugiej

bramki. Uproszczony obraz tego przebiegu przy zaªo»eniu, »e czasy trwania zboczy narastaj¡-

cych i opadaj¡cych s¡ zerowe przedstawiono na kolejnym rysunku (Rys.2).

 

Rys.1. Schemat ukªadu poªacze« bramek NAND

 

Rys.2. Aproksymowany przebieg napi¦cia wyj±ciowego U

2

drugiej bramki
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Znaj¡c podstawowe, typowe parametry bramek TTL ró»nych serii (Tabela 1) obliczy¢ ile

bramek poª¡czono w tym do±wiadczeniu i jaki jest ±redni czas propagacji tych bramek. Odpo-

wied¹ uzasadni¢. Narysowa¢ przebiegi napi¦¢ w ukªadzie, je»eli skªada si¦ on z kilku (np. 2, 3,

4 lub 5) bramek.

Ile bramek serii TTL-L nale»y u»y¢ w tym do±wiadczeniu, »eby na ekranie oscyloskopu mo»-

na byªo obserwowa¢ przebieg o cz¦stotliwo±ci bliskiej cz¦stotliwo±ci przebiegu przedstawionego

na rysunku (Rys.2).

Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne bramek TTL ró»nych serii

Typ ukªadu Seria TTL-L TTL-LS TTL-S TTL-H

Parametr standardowa

�redni czas propagacji t

p

ns 10 33 10 3 6

Maksymalna cz¦stotliwo±¢ 35 3 40 125 45

przeªaczania przerzutników f

max

MHz

Straty mocy Ps mW 10 1 2 19 22

Obci¡»alno±¢ N 10 10 20 20 10

Autor: Piotr Fabija«ski

Koreferent: Paweª Fabija«ski

Zadanie 3

Zbudowano dyskretny ukªad generatora drga« sinusoidalnych, którego schemat przedsta-

wiono na rysunku (Rys.1).

 

Rys.1. Schemat ukªadu generatora

U

CC

= 11 V (napi¦cie zasilania),

R

1

= 11; 7 k
,

R

2

= 4; 7 k
,

R

3

= 500 
,

R

L

= 5; 3 
,

C

1

= 250 nF,

C

2

= 400 pF� 1 nF,

C

3

= 1 �F,

C

4

= 2; 2 �F,

L = 10 �H,

L

1

= 1 mH.

3



Znaj¡c charakterystyk¦ statyczn¡ I

C

= f

�

U

CE
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przy U

BE

= const, zastosowanego w

ukªadzie tranzystora (Rys.2):

1. poda¢ wspóªrz¦dne

�

I

CQ

; U

CEQ

�

punktu pracy tranzystora Q

1

,

2. wykaza¢, »e w ukªadzie jest speªniony warunek wzbudzenia drga«,

3. wyznaczy¢ wzór na cz¦stotliwo±¢ drga« i policzy¢, w jakim zakresie mo»na przestraja¢

generator, je»eli pojemno±¢ kondensatora C

2

zmienia si¦ w zakresie od 400 pF do 1 nF,

Jak¡ nazyw¦ ma przedstawiony na rysunku generator?
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Rys.2. Charakterystyki statyczne tranzystora I
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Autor: Bronisªaw Stec

Koreferent: Paweª Fabija«ski

4


